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Azotek galu, azotek aluminium i azotek indu to pdétprzewodniki azotkowe. Staty sie one drugg grupa
materiatowg, po krzemie i germanie, stosowang w elektronice. Najbardziej znane przyrzady azotkowe
to biate LEDy i niebieskie lasery stosowane w urzgdzeniach BluRay. Przysztos¢ jednak to wyswietlacze
laserowe od najmniejszych w telefonach komdrkowych do olbrzymich w kinach i billboardach.
Wyswietlacze takie bedg miaty wspaniatg rozdzielczos¢ barwng i przestrzenng, ale takze bedg mogty
by¢ uzywane do tworzenia obrazéw tréjwymiarowych bez koniecznosci uzywania ktopotliwych
okularéow.

Kolejnymi przyrzadami azotkowymi, ktére najprawdopodobniej osiggng wielomiliardowg skale
produkcji to: i) tranzystory wysokich mocy i czestosci montowanych w samochodach elektrycznych,
urzgdzeniach fotowoltaicznych i radarach, ii) LEDy dalekiego ultrafioletu (UVC) do dezynfekcji i
sterylizacji (niezwykle istotne w czasach pandemicznych), iii) emitery do transmisji danych (LiFi
zastepujgce w wielu wypadkach WiFi).

Oprocz tego, lasery azotkowe znajdg zastosowanie w wielu niszowych rynkach, na przykfad, w
technologiach kwantowych do chtodzenia atoméw do temperatury niemal zera bezwzglednego i ich
pobudzania, otrzymujac podstawe superdoktadnych zegaréw atomowych.

Jednak potprzewodniki azotkowe sg znacznie trudniejsze technologicznie niz krzem, weglik krzemu, czy
arsenek galu. W dalszym ciggu wiele wtasnosci azotkéw pozostaje niezbadanych, a wiele technologii
jest dalekich od dojrzatosci.

Zwigzane jest to z obecnoscig duzej ilosci defektdw, ktére maskujg rzeczywiste parametry fizyczne
azotkéw. Defekty to: i) dyslokacje spowodowane niedopasowaniem sieciowym obcych podtozy (szafiru
lub krzemu), ii) defekty punktowe zwigzane z niskimi temperaturami wzrostu (w wyzszych azotki sie
rozktadaja).

Defektami, ktére bedq badane w przedstawianym projekcie, to wakanse galowe (brak atomu w sieci
krystalicznej). S3 one powodem bardzo tatwej migracji atomow indu i aluminium. Moze ona mieé
wptyw pozytywny, na przyktad, przy ujednorodnianiu warstw InGaN, jednak najczesciej jest niezwykle
szkodliwa przy wytwarzaniu przyrzgdéw azotkowych.

Do tej pory, nasze laboratorium badato przemieszczanie sie atoméw indu i aluminium w strukturach
dwuwymiarowych (ptaskich), jednak w tym projekcie planujemy rozszerzenie badan na struktury
tréojwymiarowe (waskie paski). Tego rodzaju struktury bedg mogty by¢ wykorzystane do tworzenia
matryc diod laserowych do wyswietlaczy tréjwymiarowych bez okularéw, jednak zanim taka
technologia zostanie skomercjalizowana potrzebne sg badania, jak w takim przypadku (przy
odstonietych $cianach paskéw przy wygrzewaniu) poruszajg sie wakanse galowe, atomy indu i
aluminium.



